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【手続補正書】
【提出日】平成27年6月15日(2015.6.15)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　誘電体膜を堆積させる方法であって、
　誘電体材料の第１の層を基板上に堆積させることと、
　前記誘電体材料の第１の層を前記堆積させることの後に、前記基板の上にプラズマを誘
起および維持して、前記誘電体材料の第１の層へのイオン衝撃を行うことと、
　誘電体材料の所定の厚さが堆積されるまで、前記堆積させることと、前記誘起および維
持することとのステップを繰り返すことと
を含む、方法。
【請求項２】
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　前記誘電体材料がＬｉＰＯＮである、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記誘電体材料の第１の層が２００ｎｍ厚未満である、請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記堆積させることが、プロセスチャンバ内で真空堆積させることである、請求項１に
記載の方法。
【請求項５】
　前記誘起および維持することのステップの前に前記プロセスチャンバ内のプロセスガス
を変更することをさらに含む、請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　前記真空堆積させることが、アルゴン雰囲気中でＬｉ３ＰＯ４をスパッタリングするこ
とを含む、請求項４に記載の方法。
【請求項７】
　前記誘起することのステップの前に窒素ガスを前記プロセスチャンバに導入することを
さらに含む、請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　前記誘電体材料の第１の層が２００ｎｍ厚未満である、請求項６に記載の方法。
【請求項９】
　前記真空堆積させることが、前記誘電体材料をスパッタリングすることを含み、前記ス
パッタリングすることが、第１の周波数のＲＦ電力と第２の周波数のＲＦ電力とをスパッ
タターゲットに同時に印加することを含む、請求項４に記載の方法。
【請求項１０】
　前記真空堆積させることが、バイアスを前記基板に印加することを含む、請求項９に記
載の方法。
【請求項１１】
　前記真空堆積させることが、窒素およびアルゴン雰囲気中でＬｉ３ＰＯ４をスパッタリ
ングすることを含む、請求項４に記載の方法。
【請求項１２】
　前記基板が、前記誘起および維持することのステップの間加熱される、請求項１に記載
の方法。
【請求項１３】
　誘電体膜を堆積させる方法であって、
　誘電体材料の第１の層をプロセスチャンバ内で基板上に真空堆積させることと、
　前記誘電体材料の第１の層を前記真空堆積させることの後に、前記基板の上にプラズマ
を誘起および維持して、前記誘電体材料の第１の層へのイオン衝撃を行うことと、
　誘電体材料の第２の層を前記イオン衝撃された誘電体材料の第１の層上に真空堆積させ
ることと、
　前記誘電体材料の第２の層を前記真空堆積させることの後に、前記基板の上にプラズマ
を誘起および維持して、前記誘電体材料の第２の層へのイオン衝撃を行うことと
を含み、
　前記誘電体材料の第２の層が前記誘電体材料の第１の層よりも厚い、方法。
【請求項１４】
　前記誘電体材料の第２の層が、前記誘電体材料の第１の層よりも迅速に堆積される、請
求項１３に記載の方法。
【請求項１５】
　前記誘電体材料の第１の層および前記誘電体材料の第２の層が、同じスパッタターゲッ
トを使用して真空堆積される、請求項１３に記載の方法。
【請求項１６】
　前記誘電体材料がＬｉＰＯＮである、請求項１３に記載の方法。
【請求項１７】
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　誘電体膜を堆積させる方法であって、
　誘電体材料の第１の層をプロセスチャンバ内で基板上に真空堆積させることと、
　前記誘電体材料の第１の層を前記真空堆積させることの後に、前記基板の上にプラズマ
を誘起および維持して、前記誘電体材料の第１の層へのイオン衝撃を行うことと、
　誘電体材料の第２の層を前記イオン衝撃された誘電体材料の第１の層上に真空堆積させ
ることと、
　誘電体材料の第３の層を前記誘電体材料の第２の層上に前記プロセスチャンバ内で真空
堆積させることと、
　前記誘電体材料の第３の層を前記真空堆積させることの後に、前記基板の上にプラズマ
を誘起および維持して、前記誘電体材料の第３の層へのイオン衝撃を行うことと
を含み、
　前記誘電体材料の第２の層が、前記誘電体材料の第１の層および前記誘電体材料の第３
の層よりも厚い、方法。
【請求項１８】
　前記誘電体材料の第１の層、前記誘電体材料の第２の層、および前記誘電体材料の第３
の層が、同じスパッタターゲットを使用して真空堆積される、請求項１７に記載の方法。
【請求項１９】
　前記誘電体材料がＬｉＰＯＮである、請求項１７に記載の方法。
【請求項２０】
　前記誘電体材料の第２の層が、前記誘電体材料の第１の層および前記誘電体材料の第３
の層よりも迅速に堆積される、請求項１７に記載の方法。
【請求項２１】
　誘電体膜を堆積させる方法であって、
　誘電体材料の層を基板上に堆積させることであって、前記堆積させることがアルゴン雰
囲気中でＬｉ３ＰＯ４をスパッタリングすることである、堆積させることと、
　前記誘電体材料の層を前記堆積させることの後に、前記基板の上に窒素プラズマを誘起
および維持して、前記誘電体材料の層へのイオン衝撃を行うことと、
を含み、
　前記基板が電気化学デバイスの電極を含む、方法。
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